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Реферат 

 

 Метою роботи є створення та дослідження газових датчиків на основі 

пористого кремнію за допомогою яких можна було б проводити детекцію парів 

спирту та ацетону. Датчики були створені методом електрохімічного 

травлення. Всього було використано чотири розчини травнику з різними 

часами травлення. В сумі досліджено вісім різних зразків. Завданням 

практичної частини було створення лабораторного стенду для калібрування 

газових датчиків. 

Результати показали, що якщо датчик реагує на один робочий газ, то на 

інший ніякої зміни електрофізичних параметрів не відбувається. Але один 

зразок зафіксував зміну параметрів як при взаємодії з парами спирту так і 

ацетону, травлений в розчині №4(48% розчин плавикової кислоти 90% розчин 

етилового спирту та нітрит калію). Зразки травлені в розчині №2 (10% розчин 

плавикової кислоти та 30% розчин перекису водню) краще реагували на ацетон. 

А зразки створені в розчині №1(48% розчин плавикової кислоти та 96% розчин 

етилового спирту в рівних концентраціях) виявляли реакцію на спирт. 

Загальний обсяг пояснювальної записки складає 55 сторінок, робота 

містить 25 ілюстрацій та 2 таблиці.  
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Abstract 

 

The aim is the creation and study gas sensors based on porous silicon by means 

of which to carry out detection of vapors of alcohol and acetone. Sensors were 

created by electrochemical etching. Total used etchant solution four times with 

different digestion. In total, eight different samples studied. The objective of the 

practical part was to create a laboratory stand for calibration of gas sensors. 

The results showed that if the sensor responds to a one working gas, on the 

other gas electrical parameters of any change happens. But one sample recorded 

parameters change as the interaction with vapors of alcohol and acetone, etched in a 

solution №4 (48% solution of hydrofluoric acid solution of 90% ethanol and 

potassium nitrite). Samples were etched in a solution №2 (10% solution of 

hydrofluoric acid and 30% hydrogen peroxide solution) better respond to acetone. A 

sample solution created №1 (48% solution of hydrofluoric acid and 96% solution of 

ethanol in equal concentrations) showed reaction to alcohol.  

The total amount of explanatory notes is 55 pages, the work contains 25 

illustrations and 2 tables. 
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